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(57) Zusammenfassung: Eine Halbleitervorrichtung (1) in ei- ) ﬂ\@ 1 2”

nem Halbleitersubstrat (100) mit einer ersten Hauptober- ,,1,‘,‘;,;,/'\\225\_\\ - I’ At 2
flache (110) enthalt ein Transistor-Array (10) und ein Ab- SRR Ca\252‘\‘ V] 250252@
schlussgebiet (20). Das Transistor-Array (10) umfasst ein W 005 N SN NN G
Sourcegebiet (201), ein Draingebiet (205), ein Bodygebiet . N

(220), eine Driftzone (260) und eine Gateelektrode (210) A AN NN

bei dem Bodygebiet (220). Die Gateelektrode (210) ist da- ! AL N

fur eingerichtet, eine Leitfahigkeit eines Kanals im Bodyge- N

biet (220) zu steuern. Das Bodygebiet (220) und die Drift- .

zone (260) sind entlang einer ersten horizontalen Richtung A

zwischen dem Sourcegebiet (201) und dem Draingebiet

(205) angeordnet. Das Transistor-Array (10) umfasst ferner
erste Feldplattengraben (252) in der Driftzone (260). Eine
Langsachse der ersten Feldplattengraben (252) erstreckt
sich in der ersten horizontalen Richtung. Ferner umfasst
die Halbleitervorrichtung (1) einen zweiten Feldplattengra-
ben (272), wobei eine Langsachse des zweiten Feldplatten-
grabens (272) sich in einer zu der ersten Richtung senkrech-
ten, zweiten horizontalen Richtung erstreckt. 145
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Beschreibung
HINTERGRUND

[0001] Leistungstransistoren, die gewdhnlich in der
Kraftfahrzeug- und Industrieelektronik verwendet
werden, sollten einen niedrigen Einschaltwiderstand
(Ron * A) aufweisen, wahrend ein hohes Span-
nungssperrvermdgen sichergestellt wird. Beispiels-
weise sollte ein MOS-("Metall-Oxid-Halbleiter”-)Leis-
tungstransistor je nach Anwendungsanforderungen
imstande sein, Drain-Source-Spannungen Vds von
einigen zehn bis einige hundert oder tausend Volt zu
sperren. MOS-Leistungstransistoren leiten typischer-
weise sehr grof3e Strome, welche bei typischen Gate-
Source-Spannungen von etwa 2 bis 20 V bis zu eini-
ge hundert Ampere betragen kénnen.

[0002] Ein Konzept fir Transistoren mit einer wei-
ter reduzierten R,, x A-Charakteristik bezieht sich
auf laterale Leistungs-FinFETs (,Feldeffekttransistor
mit einer Finne”). Laterale Leistungs-FinFETs nutzen
mehr Masse-Silizium zum Reduzieren des R,,, so
dass R, mit demjenigen eines MOSFFET mit verti-
kalen Graben vergleichbar ist. In Transistoren mit ei-
ner lateralen Feldplatte kann die Dotierungskonzen-
tration der Driftzone aufgrund der Kompensationswir-
kung der Feldplatte erh6ht werden.

[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Halbleitervorrichtung mit einem Ab-
schlussgebiet vorzusehen, die verbesserte Eigen-
schaften aufweist.

[0004] Gemal der vorliegenden Erfindung wird die
obige Aufgabe durch den beanspruchten Gegen-
stand gemal den unabhangigen Anspriichen gelést.
Weitere Entwicklungen sind in den abhangigen An-
sprichen definiert.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Gemal einer Ausflhrungsform umfasst ei-
ne Halbleitervorrichtung in einem Halbleitersubstrat
mit einer ersten Hauptoberflache ein Transistor-Ar-
ray und ein Abschlussgebiet. Das Transistor-Array
umfasst ein Sourcegebiet, ein Draingebiet, ein Bo-
dygebiet, eine Driftzone und eine Gateelektrode bei
dem Bodygebiet. Die Gateelektrode ist dafiir einge-
richtet, eine Leitfahigkeit eines Kanals im Bodygebiet
zu steuern. Das Bodygebiet und die Driftzone sind
entlang einer ersten horizontalen Richtung zwischen
dem Sourcegebiet und dem Draingebiet angeordnet.
Das Transistor-Array umfasst ferner erste Feldplat-
tengraben in der Driftzone, wobei eine Langsachse
der ersten Feldplattengrében sich in der ersten ho-
rizontalen Richtung erstreckt. Die Halbleitervorrich-
tung umfasst Gberdies einen zweiten Feldplattengra-
ben, wobei die Ladngsachse des zweiten Feldplatten-
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grabens sich in einer zweiten horizontalen Richtung
senkrecht zur ersten Richtung erstreckt.

[0006] Gemaly einer Ausflihrungsform weist eine
Halbleitervorrichtung einen Leistungstransistor in ei-
nem Halbleitersubstrat auf. Das Halbleitersubstrat
umfasst einen ersten Halbleitersubstratbereich eines
ersten Leitfahigkeitstyps bei einer ersten Haupto-
berflache des Halbleitersubstrats und einen zweiten
Substratbereich eines zweiten Leitfahigkeitstyps bei
der ersten Hauptoberflache. Der Leistungstransistor
umfasst eine Driftzone in dem ersten Halbleitersub-
stratbereich, eine Vielzahl erster Feldplatten in der
Driftzone, wobei Ladngsachsen der ersten Feldplatten
sich in einer ersten horizontalen Richtung erstrecken,
und eine zweite Feldplatte, wobei die Langsachse
der zweiten Feldplatte sich in einer zur ersten Rich-
tung senkrechten, zweiten horizontalen Richtung er-
streckt.

[0007] Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform um-
fasst ein Verfahren zum Herstellen einer Halbleiter-
vorrichtung mit einem Leistungstransistor in einem
Halbleitersubstrat ein Definieren eines ersten Halb-
leitersubstratbereichs eines ersten Leitfahigkeitstyps
bei einer Hauptoberfliche des Halbleitersubstrats
und eines zweiten Halbleitersubstratbereichs eines
zweiten Leitfahigkeitstyps bei der Hauptoberflache,
um eine Driftzone im ersten Halbleitersubstratbereich
auszubilden. Ferner umfasst das Verfahren ein Aus-
bilden einer Vielzahl erster Feldplatten in der Driftzo-
ne, wobei Lédngsachsen der ersten Feldplatten sich
in einer ersten horizontalen Richtung erstrecken, und
ein Ausbilden einer zweiten Feldplatte, wobei die
Langsachse der zweiten Feldplatte sich in einer zu
der ersten Richtung senkrechten, zweiten horizonta-
len Richtung erstreckt.

[0008] Der Fachmann wird zusatzliche Merkmale
und Vorteile nach Lesen der folgenden Detailbe-
schreibung und Betrachten der begleitenden Zeich-
nungen erkennen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die beigefligten Zeichnungen sind beige-
schlossen, um ein weiteres Versténdnis von Ausfih-
rungsformen der Erfindung zu liefern, und sie sind in
die Offenbarung dieser Erfindung einbezogen und bil-
den einen Teil von ihr. Die Zeichnungen veranschau-
lichen die Ausfuhrungsformen der vorliegenden Er-
findung und dienen zusammen mit der Beschreibung
zum Erlautern der Prinzipien. Andere Ausflhrungs-
formen der Erfindung und zahlreiche der beabsich-
tigten Vorteile werden sofort gewdrdigt, da sie unter
Hinweis auf die folgende Detailbeschreibung besser
verstanden werden. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise malstabsgetreu relativ
zueinander. Gleiche Bezugszeichen geben entspre-
chende ahnliche Teile an.
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[0010] Fig. 1A zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht einer Halbleitervorrichtung gemaf einer Aus-
fihrungsform.

[0011] Fig. 1B zeigt eine vertikale Querschnittsan-
sicht der Halbleitervorrichtung.

[0012] Fig. 1C zeigt eine vertikale Querschnittsan-
sicht eines anderen Bereichs der Halbleitervorrich-
tung.

[0013] Fig. 1D zeigt eine weitere Querschnittsan-
sicht der Halbleitervorrichtung gemaf einer Ausfiih-
rungsform.

[0014] Fig. 2A zeigt einen Bereich einer Halbleiter-
vorrichtung gemaf einer weiteren Ausfihrungsform.

[0015] Fig. 2B zeigt eine vertikale Querschnittsan-
sicht eines Bereichs der Halbleitervorrichtung geman
einer Ausfihrungsform.

[0016] Fig. 2C zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht eines Bereichs der Halbleitervorrichtung, die
weitere Modifikationen veranschaulicht.

[0017] Fig. 3 zeigt eine horizontale Querschnittsan-
sicht einer Halbleitervorrichtung gemaf einer weite-
ren Ausfihrungsform.

[0018] Fig. 4 zeigt eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die weitere Elemente der Halbleitervorrichtung
veranschaulicht.

[0019] Fig. 5 zeigt eine horizontale Querschnittsan-
sicht einer Halbleitervorrichtung gemaf einer weite-
ren Ausfiihrungsform.

[0020] Fig. 6A zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht einer Halbleitervorrichtung gemaf einer wei-
teren Ausfiihrungsform.

[0021] Fig. 6B zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht der Halbleitervorrichtung.

[0022] Fig. 7 fasst ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Halbleitervorrichtung zusammen.

[0023] Fig. 8 zeigt eine schematische Ansicht ei-
ner elektronischen Vorrichtung gemaf einer Ausfiih-
rungsform.

DETAILBESCHREIBUNG

[0024] In der folgenden Detailbeschreibung wird Be-
zug genommen auf die begleitenden Zeichnungen,
die einen Teil der Offenbarung bilden und in de-
nen flr Veranschaulichungszwecke spezifische Aus-
fihrungsformen gezeigt sind, in denen die Erfin-
dung ausgefihrt werden kann. In diesem Zusammen-
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hang wird eine Richtungsterminologie, wie "Obersei-
te”, "Boden”, "Vorderseite”, "Rickseite”, "vorne”, "hin-
ten” usw. in Bezug auf die Orientierung der gerade
beschriebenen Figuren verwendet. Da Komponenten
von Ausfuhrungsformen der Erfindung in einer An-
zahl von verschiedenen Orientierungen positioniert
werden kénnen, wird die Richtungsterminologie fir
Zwecke der Darstellung verwendet und ist in keiner
Weise begrenzend. Es ist zu verstehen, dass andere
Ausfuhrungsformen verwendet und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kdnnen,
ohne von dem durch die Patentanspriiche definierten
Umfang abzuweichen.

[0025] Die Beschreibung der Ausfiihrungsformen ist
nicht begrenzend. Insbesondere kénnen Elemente
der im Folgenden beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men mit Elementen von verschiedenen Ausfiihrungs-
formen kombiniert werden.

[0026] Die Begriffe "haben”, "enthalten”, "umfassen”,
"aufweisen” und ahnliche Begriffe sind offene Begrif-
fe, und diese Begriffe geben das Vorhandensein der
festgestellten Elemente oder Merkmale an, schlief3en
jedoch das Vorhandensein von zuséatzlichen Elemen-
ten oder Merkmalen nicht aus. Die unbestimmten Ar-
tikel und die bestimmten Artikel sollen sowohl den
Plural als auch den Singular umfassen, falls sich aus
dem Zusammenhang nicht klar etwas anderes ergibt.

[0027] In dieser Beschreibung bedeuten die Ausdri-
cke ,gekoppelt” und/oder ,elektrisch gekoppelt” nicht
notwendigerweise, dass die Elemente direkt mitein-
ander gekoppelt sein missen — zwischenliegende
Elemente kdnnen zwischen den ,gekoppelten” oder
selektrisch gekoppelten” Elementen vorgesehen sein.
Der Ausdruck ,elektrisch verbunden” beabsichtigt die
Beschreibung einer niederohmigen elektrischen Ver-
bindung zwischen den elektrisch miteinander verbun-
denen Elementen.

[0028] Die vorliegende Beschreibung bezieht sich
auf einen “ersten” und einen “zweiten” Leitfahig-
keitstyp von Dotierstoffen, mit denen Halbleiterbe-
reiche dotiert sind. Der erste Leitfahigkeitstyp kann
ein p-Typ sein, und der zweite Leitféahigkeitstyp kann
ein n-Typ sein oder umgekehrt. Wie allgemein be-
kannt ist, kdbnnen abhangig von dem Dotierungs-
typ oder der Polaritat der Source- und Draingebiete
Feldeffekttransistoren mit isoliertem Gate (IGFETS)
wie etwa Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransisto-
ren (MOSFETs) n-Kanal- oder p-Kanal-MOSFETSs
sein. Beispielsweise sind in einem n-Kanal-MOSFET
das Source- und das Draingebiet mit n-Typ-Dotier-
stoffen dotiert. In einem p-Kanal-MOSFET sind das
Source- und das Draingebiet mit p-Typ-Dotierstof-
fen dotiert. Wie klar zu verstehen ist, kdnnen in dem
Zusammenhang der vorliegenden Beschreibung die
Dotierungstypen umgekehrt werden. Wenn ein spezi-
fischer Strompfad mittels einer Richtungssprache be-
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schrieben wird, soll diese Beschreibung nur verstan-
den werden als eine Angabe des Pfades und nicht
der Polaritat des Stromflusses, d. h., ob der Strom
von der Source zum Drain oder umgekehrt flief3t.
Die Figuren kénnen polaritdtsempfindliche Kompo-
nenten, beispielsweise Dioden, umfassen. Wie Klar
zu verstehen ist, ist die spezifische Anordnung von
diesen polaritatsempfindlichen Komponenten als ein
Beispiel gegeben und kann invertiert werden, um die
beschriebene Funktionalitdt zu erhalten, je nachdem,
ob der erste Leitfahigkeitstyp einen n-Typ oder einen
p-Typ bedeutet.

[0029] Die Figuren und die Beschreibung ver-
anschaulichen relative Dotierungskonzentrationen
durch Angabe von "-” oder "+’ neben dem Do-
tierungstyp "n” oder ”"p”. Beispielsweise bedeutet
’n™ eine Dotierungskonzentration, die niedriger als
die Dotierungskonzentration eines "n”-Dotierungsge-
biets ist, wahrend ein "n*’-Dotierungsgebiet eine ho-
here Dotierungskonzentration hat als ein "n”-Dotie-
rungsgebiet. Dotierungsgebiete der gleichen relati-
ven Dotierungskonzentration haben nicht notwendi-
gerweise die gleiche absolute Dotierungskonzentra-
tion. Beispielsweise kbnnen zwei verschiedene "n”-
Dotierungsgebiete die gleichen oder verschiedene
absolute Dotierungskonzentrationen haben. In den
Figuren und der Beschreibung werden des besseren
Verstandnisses wegen die dotierten Bereiche haufig
mit ,p” oder ,n"-dotiert bezeichnet. Wie sich offen-
sichtlich versteht, ist diese Bezeichnung jedoch nicht
beschrankend zu verstehen. Der Dotierungstyp kann
beliebig sein, solange die beschriebene Funktionali-
tat erzielt wird. Auch kénnen in allen Ausfihrungsfor-
men die Dotierungstypen vertauscht sein.

[0030] Die Begriffe "lateral” und "horizontal”, wie die-
se in der vorliegenden Beschreibung verwendet wer-
den, sollen eine Orientierung im Wesentlichen par-
allel zu einer ersten Oberflache eines Halbleitersub-
strats oder Halbleiterkorpers beschreiben. Dies kann
beispielsweise die Oberflache eines Wafers oder ei-
nes Die bzw. Chips sein.

[0031] Der Begriff "vertikal”, wie dieser in der vorlie-
genden Beschreibung verwendet ist, soll eine Orien-
tierung beschreiben, die im Wesentlichen senkrecht
zu der ersten Oberflache des Halbleitersubstrats oder
Halbleiterkérpers angeordnet ist.

[0032] Die Begriffe "Wafer”, "Substrat” oder "Halblei-
tersubstrat”, die in der folgenden Beschreibung ver-
wendet sind, kdnnen jegliche auf Halbleiter beruhen-
de Struktur umfassen, die eine Halbleiteroberflache
hat. Wafer und Struktur sind zu verstehen, so dass
sie Silizium, Silizium-auf-Isolator (SOI), Silizium-auf-
Saphir (SOS), dotierte und undotierte Halbleiter, epi-
taktische Schichten von Silizium, getragen durch ei-
ne Basishalbleiterunterlage, und andere Halbleiter-
strukturen einschlieBen. Der Halbleiter braucht nicht
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auf Silizium zu beruhen. Der Halbleiter kdnnte eben-
so Silizium-Germanium, Germanium oder Galliumar-
senid sein. Gemal anderen Ausfuhrungsformen kén-
nen Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN) das
Halbleitersubstratmaterial bilden.

[0033] Fig. 1A zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht einer Halbleitervorrichtung gemaf einer Aus-
fuhrungsform. Die Halbleitervorrichtung 1 ist in einem
Halbleitersubstrat mit einer Hauptoberfliche ausge-
bildet. Die Halbleitervorrichtung enthalt ein Transis-
tor-Array 10 und ein Abschlussgebiet 20. Das Tran-
sistor-Array 10 umfasst ein Sourcegebiet 201, ein
Draingebiet 205, ein Bodygebiet 220, eine Driftzone
260 und eine Gateelektrode 210 bei dem Bodygebiet
220. Die Gateelektrode 210 ist dafir eingerichtet, ei-
ne Leitfahigkeit eines Kanals im Bodygebiet 220 zu
steuern. Das Bodygebiet 220 und die Driftzone 260
sind entlang einer ersten horizontalen Richtung, z. B.
der x-Richtung, zwischen dem Sourcegebiet 201 und
dem Draingebiet 205 angeordnet. Das Transistor-Ar-
ray 10 weist ferner erste Feldplattengraben 252 in der
Driftzone 260 auf. Eine Langsachse der Feldplatten-
graben 252 erstreckt sich in der ersten horizontalen
Richtung. Die Halbleitervorrichtung 1 umfasst ferner
einen zweiten Feldplattengraben 272, der sich in ei-
ner zweiten horizontalen Richtung, z. B. der y-Rich-
tung, erstreckt, welche zur ersten Richtung senkrecht
ist. Der zweite Feldplattengraben ist an einem Rand
des Transistor-Arrays 10, z. B. in dem Abschlussge-
biet 20 oder diesem benachbart, angeordnet. Eine
zweite Feldplatte 270 ist in dem zweiten Feldplatten-
graben 272 angeordnet.

[0034] Wie in Fig. 1A veranschaulicht ist, umfasst
das Transistor-Array 10 eine Vielzahl einzelner Tran-
sistorzellen, wobei jede ein Sourcegebiet 201, ei-
ne Gateelektrode 210 und eine erste Feldplatte 250
umfasst. Das Transistor-Array 10 umfasst ferner ein
gemeinsames Draingebiet 205, das dem Transis-
tor-Array 10 gemeinsam ist. Wie in Fig. 1B veran-
schaulicht werden wird, sind die Sourcegebiete 201
mit einem gemeinsamen Sourceanschluss 170 elek-
trisch verbunden, sind die Gateelektroden 210 mit
einem gemeinsamen Gateanschluss 171 elektrisch
verbunden, und das Draingebiet 205 ist mit einem
gemeinsamen Drainanschluss 272 elektrisch verbun-
den. Ferner kdnnen die ersten Feldplatten 250 mit ei-
nem gemeinsamen Anschluss, z. B. dem Sourcean-
schluss 170, elektrisch verbunden sein.

[0035] Wie offensichtlich zu verstehen ist, kdnnen
die einzelnen Komponenten der einzelnen Transis-
torzellen in einer verschiedenen Weise verwirklicht
sein. Zum Beispiel kann das Sourcegebiet 201 als ein
gemeinsames Sourcegebiet implementiert bzw. ver-
wirklicht sein, welches einer Vielzahl paralleler Tran-
sistorzellen gemeinsam ist. Ferner kann das Drainge-
biet 205 in einzelne Draingebiete getrennt sein, wel-
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che verschiedenen parallelen Transistorzellen zuge-
ordnet sind.

[0036] Die Driftzone 260 kann in einem ersten Sub-
stratbereich 140 des ersten Leitfahigkeitstyps ange-
ordnet sein und kann eine Komponente davon sein.
Das Bodygebiet 220 ist in einem zweiten Substrat-
bereich 150 des zweiten Leitfahigkeitstyps angeord-
net und kann eine Komponente davon sein. Wie in
Fig. 1A gezeigt ist, kann der zweite Substratbereich
150 den ersten Substratbereich 140 umgeben. Ei-
ne Begrenzung 145 zwischen den ersten und zwei-
ten Substratbereichen 140, 150 kann die ersten Feld-
platten 250 und die zweiten Feldplatten 270 um-
geben. Ferner kann die Drainkontaktvertiefung 208
in einem zentralen Bereich des ersten Substratbe-
reichs 140 und des Transistorzellen-Arrays angeord-
net sein. Die Drainkontaktvertiefung 208 kann von
den ersten Feldplatten 250 und den zweiten Feldplat-
ten 270 umgeben sein. Die Sourcekontaktvertiefun-
gen 207 konnen aulerhalb des ersten Substratbe-
reichs 140 im zweiten Substratbereich 150 angeord-
net sein. Die Sourcekontaktvertiefungen 207 sind an
einem auleren Rand des Transistorzellen-Arrays an-
geordnet.

[0037] Die Halbleitervorrichtung umfasst einen zwei-
ten Feldplattengraben 272, welcher sich in der zwei-
ten Richtung erstreckt. Der zweite Feldplattengraben
ist im Abschlussgebiet 20 im ersten Substratbereich
140 des ersten Leitfahigkeitstyps angeordnet. Der
zweite Feldplattengraben 272 ist in der Nahe des
zweiten Bereichs 150 des zweiten Leitfahigkeitstyps
angeordnet.

[0038] GemaR der Ausfuhrungsform von Fig. 1A
kénnen gemal einer Interpretation bzw. Auslegung
der erste Feldplattengraben 252 und der zweite Feld-
plattengraben 272 verschmolzen sein, so dass sie
einen Graben mit einer in der ersten Richtung ver-
laufenden ersten Langsachse und einer in der zwei-
ten Richtung verlaufenden zweiten Léangsachse bil-
den. Gemal einer weiteren Auslegung erstreckt sich
der zweite Feldplattengraben 272 entlang einer ers-
ten Langsachse und entlang einer zweiten Langsach-
se, wobei die erste Langsachse in der ersten Rich-
tung verlduft und die zweite Langsachse in der zwei-
ten Richtung verlauft. Zum Beispiel kann der zweite
Feldplattengraben 272 eine Form eines oder ahnlich
einem "L” aufweisen.

[0039] Wenn der Transistor eingeschaltet wird, z.
B. indem eine geeignete Spannung an den Gate-
elektrode 210 angelegt wird, wird eine leitfahige In-
versionsschicht im Bodygebiet 220 der Gate-Dielek-
trikumschicht 211 benachbart ausgebildet. Dement-
sprechend ist der Transistor in einem leitenden Zu-
stand zwischen dem Sourcegebiet 201 und dem Dra-
ingebiet 205 Uiber das Drainausdehnungsgebiet oder
die Driftzone 260. Ein Stromfluss wird entlang der
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ersten Richtung erreicht. Falls ausgeschaltet ist, ist
kein leitfahiger Kanal im Bodygebiet 220 gebildet.
Ferner werden in der Driftzone 260 vorhandene Tra-
ger durch die in den ersten Feldplattengraben 252
angeordnete Feldplatte 250 kompensiert. Als Konse-
quenz kdnnen Trager aus der Driftzone 260 verarmt
werden, was ein Sperren des Stromflusses bei einer
hohen Durchbruchspannung zur Folge hat.

[0040] Aufgrund des Vorhandenseins des zweiten
Feldplattengrabens, der sich in der zweiten horizon-
talen Richtung erstreckt, kann der erste Substrat-
bereich 140 des ersten Leitfahigkeitstyps ebenfalls
in dem Bereich zwischen dem Draingebiet 205 und
dem zweiten Substratbereich 150 des zweiten Leit-
fahigkeitstyps entlang der zweiten Richtung kompen-
siert werden. Als Konsequenz kann ein Durchbruch
entlang der zweiten Richtung (ber den Ubergang
zwischen dem ersten Substratbereich 140 und dem
zweiten Bereich 150 des zweiten Leitfahigkeitstyps
unterdrickt werden.

[0041] Als Folge kann ein Abschlussgebiet 20 in ein-
facher Art und Weise verwirklicht werden, welches
zum Unterdriicken eines Durchbruchs entlang der
zweiten Richtung wirksam ist.

[0042] Wiein Fig. 1A weiter veranschaulicht ist, kon-
nen die Sourcegebiete 201 und ein Bodykontaktbe-
reich 225 einer Sourcekontaktvertiefung 207 benach-
bart, in welcher ein Source-Kontaktmaterial 202 an-
geordnet ist, entlang der zweiten Richtung abwech-
selnd angeordnet sein. Gemal einer Ausfiihrungs-
form kann, wie mit Verweis auf Fig. 1B und Fig. 1C
im Folgenden detaillierter erlautert werden wird, das
Source-Kontaktmaterial 202 in der Sourcekontaktver-
tiefung Uber einen rickseitigen Kontakt mit einem
Sourceanschluss elektrisch verbunden sein. Geman
dieser Ausfihrungsform kann der zweite Substratbe-
reich 150 Uber den dotierten Kontaktbereich 173 des
ersten Leitfahigkeitstyps, der der Sourcekontaktver-
tiefung 207 benachbart und in Kontakt mit dieser hori-
zontal angeordnet ist, mit dem Sourceanschluss elek-
trisch verbunden sein.

[0043] GemaR der in Fig. 1A gezeigten Ausfih-
rungsform kénnen die ersten Feldplattengraben 252
in einer Distanz ¢ angeordnet sein, welche entlang
der zweiten Richtung gemessen wird. Die ersten
Feldplattengraben 252 kdnnen ferner eine Lange
a, gemessen entlang der ersten Richtung, aufwei-
sen. Die Halbleitervorrichtung kann Uberdies mehre-
re zweite Feldplattengrdben 272 aufweisen, welche
in einer Distanz d angeordnet sein kdnnen. Eine Lan-
ge des zweiten Feldplattengrabens 272, gemessen
in der zweiten Richtung, kann ferner b sein. Geman
einer Ausfuhrungsform gilt b = a or b ist annéhernd
gleich a. Gemal einer Ausfihrungsform gilt c=d oder
c ist anndhernd gleich d. Beispielsweise gilt |a — b|/a
< 0,2 oder 0,1. Ferner gilt |c — d|/c < 0,2 oder 0,1. Als
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Konsequenz kann die Durchbruchspannung entlang
der zweiten Richtung annéhernd gleich der Durch-
bruchspannung entlang der ersten Richtung sein.

[0044] Wiein Fig. 1A weiter veranschaulicht ist, kon-
nen die Feldplatten 250 an Positionen in der zwei-
ten Richtung angeordnet sein, so dass jede einzel-
ne der Gateelektroden zwischen zwei benachbarten
Feldplatten 250 angeordnet ist und umgekehrt. Uber-
dies kann die Gateelektrode 210 dem Sourcegebiet
201 benachbart angeordnet sein, wahrend ein Bo-
dykontaktbereich 225 des zweiten Leitfahigkeitstyps
zwischen benachbarten Gateelektroden 210 ange-
ordnet ist. Als Folge kénnen die Bodykontaktbereiche
225 so angeordnet sein, dass sie Feldplatten 250 ge-
genuberliegen. Die Bodykontaktbereiche 225 kénnen
mit den Feldplatten 250 entlang der zweiten Richtung
Uberlappen. Das Sourcegebiet 201 und das Drainge-
biet 205 kdnnen mit Dotierstoffen des ersten Leitfa-
higkeitstyps, z. B. n-Typ, dotiert sein. Der Bodykon-
taktbereich 225 kann mit Dotierstoffen des zweiten
Leitfahigkeitstyps, z. B. p-Typ, dotiert sein. Der Bo-
dykontaktbereich 225 verbindet das Bodygebiet 220
Uber die Sourcekontaktfiillung 202 mit dem Source-
anschluss, um einen parasitaren Bipolartransistor zu
unterdriicken, welcher bei diesem Bereich andern-
falls gebildet werden koénnte.

[0045] Fig. 1B zeigt eine Querschnittsansicht eines
Bereichs der in Fig. 1A dargestellten Halbleitervor-
richtung, welche zwischen | und I' gelegt ist. Die Quer-
schnittsansicht von Fig. 1B ist so gelegt, dass sie
den ersten Feldplattengraben 252 schneidet. Wie in
Fig. 1B dargestellt ist, kann das Halbleitersubstrat
einen ersten Substratbereich 140 des ersten Leitfa-
higkeitstyps und einen zweiten Substratbereich 150
des zweiten Leitfahigkeitstyps aufweisen. Der erste
und der zweite Substratbereich 140, 150 sind bei der
ersten Hauptoberflache 110 des Halbleitersubstrats
ausgebildet. Weitere Schichten kénnen unter den je-
weiligen Substratbereichen ausgebildet sein und sind
hierin der Einfachheit halber weggelassen. Das ers-
te leitfahige Material 202 ist in eine Sourcekontakt-
vertiefung 207 gefiillt, welche sich entlang der zwei-
ten Richtung erstreckt. Die Seitenwand der Source-
kontaktvertiefung 207 ist abwechselnd mit Verunrei-
nigungen des ersten und zweiten Leitfahigkeitstyps
dotiert, um so das Sourcegebiet 201 (in Fig. 1B nicht
dargestellt) und den Bodykontaktbereich 225 zu bil-
den. Das Bodygebiet 220 ist im zweiten Substratbe-
reich 150 des zweiten Leitfahigkeitstyps ausgebildet.

[0046] Wie in Fig. 1B angegeben ist, kann ein Be-
reich der Gateelektrode 210 oberhalb des Bodyge-
biets 220 angeordnet sein. Weitere Bereiche der
Gateelektrode kénnen in Gategraben 212 vor und
hinter der abgebildeten Ebene der Zeichnung an-
geordnet sein. Die Halbleitervorrichtung umfasst fer-
ner erste Feldplattengraben 252, in denen eine ers-
te Feldplatte 250 angeordnet ist. Die erste Feldplatte
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250 kann von einem benachbarten Halbleitermaterial
mittels einer Felddielektrikumschicht 251 isoliert sein.
Die Driftzone 260 ist im ersten Halbleitersubstrat-
bereich 140 des ersten Leitfahigkeitstyps angeord-
net. Das Draingebiet 205 erstreckt sich in dem Halb-
leitersubstrat und kann die Seitenwand einer Drain-
kontaktvertiefung 208 bilden. Eine Drainkontaktfil-
lung 206, z. B. dotiertes Polysilizium oder ein Metall,
kann in die Drainkontaktvertiefung 208 gefillt sein.
Die Drainkontaktfillung 206 kann mit einem Drainan-
schluss 172 elektrisch verbunden sein.

[0047] Wie in Fig. 1B gezeigt ist, sind die Source-
kontaktvertiefung 207 und die Drainkontaktvertie-
fung 208 in der ersten Hauptoberflache 110 des
Halbleitersubstrats 100 ausgebildet. Beispielsweise
kann, wie mit Verweis auf Fig. 1C detaillierter er-
lautert werden wird, die Sourcekontaktfiillung 202
Uber die zweite Hauptoberflache 120 mit einem Sour-
ceanschluss 170 elektrisch verbunden sein. Weiter
kann die Sourcekontaktfiillung von einer leitfahigen
Schicht iber die erste Hauptoberflache 110 getrennt
sein. Die Drainkontaktfiillung 206 kann Uber die ers-
te Hauptoberflache 110 mit einem Drainanschluss
172 elektrisch verbunden sein. Gemal weiteren Aus-
fuhrungsformen kann die Sourcekontaktfullung 202
Uber die erste Hauptoberflache 110 des Halbleiter-
substrats mit einem Sourceanschluss 170 elektrisch
verbunden sein. Die Drainkontaktfillung 206 kann
Uberdies Uber die zweite Hauptoberflache mit dem
Drainanschluss 172 elektrisch verbunden sein. In je-
dem dieser Félle kdnnen/kann sich die Sourcekon-
taktvertiefung 207 und/oder die Drainkontaktvertie-
fung 208 tiefer oder weniger tief in das Halbleitersub-
strat 100 wie in den Figuren veranschaulicht erstre-
cken.

[0048] Fig. 1C zeigt eine Querschnittsansicht der
Halbleitervorrichtung, gelegt zwischen Il und II'. Die
Querschnittsansicht von Fig. 1C ist so gelegt, dass
sie das Sourcegebiet 201 und den Gategraben 212
schneidet. Wie dargestellt ist, kann der Gategraben
212 sich in die Tiefenrichtung des Substrats erstre-
cken. Die ersten Feldplattengraben 252 sind vor und
hinter der abgebildeten Ebene der Zeichnung ange-
ordnet. Das Sourcegebiet 201 ist an einer Seiten-
wand der Sourcekontaktvertiefung 207 ausgebildet.

[0049] Gemal derin Fig. 10 veranschaulichten Aus-
fihrungsform umfasst die Halbleitervorrichtung fer-
ner einen Sourcekontakt, der mit dem Sourcegebiet
201 elektrisch verbunden ist. Der Sourcekontakt um-
fasst einen ersten Sourcekontaktbereich 204 und ei-
nen zweiten Sourcekontaktbereich 240. Der zweite
Sourcekontaktbereich 240 ist bei der zweiten Haupt-
oberflache 120 des Halbleitersubstrats 100 angeord-
net. Beispielsweise kann der zweite Sourcekontakt-
bereich 240 durch eine rickseitige Metallisierungs-
schicht verwirklicht sein.
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[0050] Der erste Sourcekontaktbereich 204 umfasst
eine Sourcekontaktflillung 202 in direktem Kontakt
mit dem Sourcegebiet 201. Der erste Sourcekontakt-
bereich umfasst ferner einen Bereich des Halbleiter-
substrats 100, der zwischen der Sourcekontaktflil-
lung 202 und dem zweiten Sourcekontaktbereich 240
angeordnet ist. Beispielsweise kann, wie in Fig. 1C
veranschaulicht ist, das Halbleitersubstrat 100 ei-
ne Basisschicht 104 des zweiten Leitfahigkeitstyps
aufweisen. Ein oberer Bereich 105 der Basisschicht
kann bei einer niedrigeren Dotierungskonzentration
als ein unterer Bereich dotiert sein. Der erste Halblei-
tersubstratbereich 140 und der zweite Halbleitersub-
stratbereich 150 kénnen ber dem oberen Bereich
105 der Basisschicht angeordnet sein. Gemal dieser
Ausfiihrungsform kann ferner der erste Sourcekon-
taktbereich 204 einen Bereich der Basisschicht 104
aufweisen.

[0051] Fig. 1D zeigt eine Querschnittsansicht, wel-
che zwischen IlIl und llI' gelegt ist, wie in Fig. 1A
ebenfalls angegeben ist. Die Querschnittsansicht von
Fig. 1D ist entlang der zweiten Richtung so gelegt,
dass sie eine Vielzahl von Gategraben 212 schnei-
det. Aufgrund der Tatsache, dass die Gateelektrode
210 in Gategraben 212 angeordnet ist, erstreckt sich
die Gateelektrode 210, welche in die Gategraben 212
gefiillt ist, entlang einer Seitenwand 220b des Body-
gebiets 220. Als Konsequenz kann ein leitfahiger Ka-
nal 215, welcher bei Anlegen einer geeigneten Span-
nung an die Gateelektrode 210 ausgebildet werden
kann, einer Seitenwand 220b des Bodygebiets be-
nachbart und einer Oberseite 220a des Bodygebiets
benachbart angeordnet sein.

[0052] Fig. 2A zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht eines Bereichs der Halbleitervorrichtung ge-
malR einer weiteren Ausfiuihrungsform. Abweichend
von der in Fig. 1A dargestellten Ausfuhrungsform
umgibt die Sourcekontaktvertiefung 207 den ersten
Substratbereich 140 des ersten Leitfahigkeitstyps,
um eine Abschlussvertiefung 209 auszubilden. Als
Folge kann ein parasitérer Bipolartransistor, z. B.
ein npn-Transistor, an einer zweiten Halbleitervor-
richtung, die im gleichen Substrat ausgebildet sein
kann, vermieden oder verschlechtert werden. Fig. 23
zeigt eine vertikale Querschnittsansicht der Halblei-
tervorrichtung, die in Fig. 2A dargestellt ist. Die Quer-
schnittsansicht von Fig. 2B ist zwischen IV und IV'
entlang der zweiten Richtung gelegt. Wie in der ver-
tikalen Querschnittsansicht dargestellt ist, kann die
Abschlussvertiefung 209 mit einer leitfahigen Fillung
230 gefiillt sein. GemaR einer Ausfihrungsform kann
eine Seitenwand der Abschlussvertiefung 209 dotiert
sein. Gemal weiteren Ausfiihrungsformen ist eine
Seitenwand der Abschlussvertiefung 209 nicht do-
tiert. Ferner kann ein zweiter Feldplattengraben dem
ersten Feldplattengraben 252 ahnlich sein.
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[0053] Fig. 2C zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht eines Bereichs der Halbleitervorrichtung, die
weitere Modifikationen veranschaulicht. Insbesonde-
re kann geman der Ausfiihrungsform von Fig. 2C die
Begrenzung 145 zwischen dem ersten Substratbe-
reich 140 und dem zweiten Substratbereich 150 so
versetzt sein, dass eine konstante Distanz zu einem
Feldplattengraben, z. B. dem zweiten Feldplattengra-
ben 272, beibehalten wird. Gemal weiteren Ausfiih-
rungsformen kann die Begrenzung 145 so versetzt
sein, dass sie zumindest einen Teil der zweiten Feld-
plattengréaben 272 schneidet. Infolge dieser verschie-
denen Formen kénnen Durchbruchscharakteristiken
einheitlicher ausgebildet werden.

[0054] Fig. 3 zeigt eine horizontale Querschnittsan-
sicht einer Halbleitervorrichtung geman einer weite-
ren Ausfihrungsform. Abweichend von der in Fig. 1A
gezeigten Ausfihrungsform kann der zweite Feld-
plattengraben 272 eine Langsachse aufweisen, wel-
che sich ohne einen in der ersten Richtung verlaufen-
den Bereich nur in der zweiten Richtung erstreckt.

[0055] Gemal der in Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungs-
form kann die Form der ersten Feldplattengraben 252
und der zweiten Feldplattengraben 272 weiter mo-
difiziert werden, wodurch die Leistungsfahigkeit der
Halbleitervorrichtung verbessert wird. Gemal einer
Ausfihrungsform hat, wie in Fig. 3 gezeigt ist, das
Draingebiet 205 eine kirzere Lange L, gemessen
in der zweiten Richtung, als gemafR der in Fig. 1A
dargestellten Ausfiihrungsform. Als Folge kann die
Durchbruchspannung beim Abschlussgebiet 20 wei-
ter erhéht werden.

[0056] Fig. 4 zeigt weitere mdgliche Layouts und
strukturelle Entwirfe des ersten Feldplattengrabens
252 bzw. des zweiten Feldplattengrabens 272. Wie
dargestellt ist, weisen die ersten Feldplattengrében
252 eine Lange a, gemessen in der ersten Richtung,
und eine Distanz c voneinander auf, wobei die Dis-
tanz in der zweiten Richtung gemessen wird. Uber-
dies weisen die ersten Feldplattengrdben 252 eine
Distanz k zur Begrenzung 145 zwischen dem ers-
ten Substratbereich 140 und dem zweiten Substrat-
bereich 150 auf. Der zweite Feldplattengraben 272
hat ferner eine Lange b, gemessen entlang der zwei-
ten Richtung, und eine Distanz d von einem be-
nachbarten zweiten Feldplattengraben 272. Die Dis-
tanz d wird entlang der ersten Richtung gemessen.
Der zweite Feldplattengraben 272 weist eine Distanz
m zur Begrenzung 145 zwischen dem ersten Sub-
stratbereich 140 und dem zweiten Substratbereich
150, gemessen entlang der ersten Richtung, und ei-
ne zweite Distanz f, gemessen entlang der zweiten
Richtung, zur Begrenzung 145 auf. Gemaf Ausfih-
rungsformen ist die Lange a des ersten Feldplatten-
grabens 252 gleich der Lange b des zweiten Feldplat-
tengrabens 272. Eine Distanz ¢ zwischen benach-
barten ersten Feldplattengraben 252 ist ferner gleich
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einer Distanz d, gemessen zwischen benachbarten
zweiten Feldplatten. AulRerdem ist die erste Distanz
des zweiten Feldplattengrabens 272 zur Begrenzung
145 gleich der zweiten Distanz f zur Begrenzung 145.
Als Folge ist die Durchbruchspannung der Halbleiter-
vorrichtung in den verschiedenen Richtungen eines
moglichen Stromflusses gleichmaRig.

[0057] Fig. 5 zeigt eine horizontale Querschnittsan-
sicht einer Halbleitervorrichtung gemal noch einer
weiteren Ausfihrungsform. Wie gezeigt ist, weist die
Halbleitervorrichtung eine Vielzahl zweiter Feldplat-
tengraben 272 auf, die sich entlang der ersten Rich-
tung entlang der Begrenzung 145 zwischen dem ers-
ten Substratbereich 140 und dem zweiten Substrat-
bereich 150 erstrecken. Gemal einer Ausfiihrungs-
form ist die Distanz zwischen den zweiten Feldplat-
tengraben 272 zu einem benachbarten ersten Feld-
plattengraben 252, gemessen in der zweiten Rich-
tung, annahernd gleich der Distanz ¢ zwischen be-
nachbarten ersten Feldplattengréaben 252. Beispiels-
weise kann eine Abweichung weniger als 20% z. B.
weniger als 10%, betragen. Als Folge kénnen die
Durchbruchscharakteristiken der Vorrichtung weiter
verbessert werden.

[0058] Gemal den hierin beschriebenen Ausfiih-
rungsformen umfasst die Halbleitervorrichtung einen
Leistungstransistor im Halbleitersubstrat 100. Das
Halbleitersubstrat 100 umfasst einen ersten Substrat-
bereich 140 eines ersten Leitfahigkeitstyps bei der
Hauptoberflache 110 des Halbleitersubstrats und ei-
nen zweiten Substratbereich 150 des zweiten Leitfa-
higkeitstyps bei der Hauptoberflache 110. Der Leis-
tungstransistor weist eine Driftzone 260 auf, welche
in dem ersten Halbleitersubstratbereich 140 ausge-
bildet ist. Der Leistungstransistor umfasst ferner eine
Vielzahl erster Feldplatten 250, welche in der Drift-
zone 260 angeordnet sind. Ladngsachsen der ersten
Feldplatten 250 erstrecken sich in einer ersten hori-
zontalen Richtung. Die Halbleitervorrichtung umfasst
ferner eine zweite Feldplatte 270. Eine Langsachse
der zweiten Feldplatte 270 verlauft in einer zur ers-
ten Richtung senkrechten, zweiten horizontalen Rich-
tung. Wie hierin oben beschrieben wurde, kénnen die
Gateelektroden 210 und die Feldplatten 250 in den
Gategraben 212 bzw. Feldplattengrédben 252 ange-
ordnet sein. Die zweiten Feldplatten 270 kénnen fer-
ner in den zweiten Feldplattengraben 272 angeord-
net sein. Wie offensichtlich zu verstehen ist, kbnnen
die Gateelektroden 210 und die ersten und zweiten
Feldplatten 250, 270 oder kann ein Teil dieser Kom-
ponenten als planare Komponenten verwirklicht sein.
Dementsprechend kdnnen einige dieser Komponen-
ten ganz Uber der ersten Hauptoberflache 110 des
Halbleitersubstrats angeordnet sein.

[0059] Die Halbleitervorrichtung weist ferner ein
Sourcegebiet 201 und ein Draingebiet 205 auf. Das
Sourcegebiet 201 und das Draingebiet 205 sind ent-
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lang der ersten horizontalen Richtung angeordnet.
Gemal einer Ausfuhrungsform kann die Halbleiter-
vorrichtung ferner einen Sourcekontakt aufweisen,
der mit dem Sourcegebiet 201 elektrisch verbunden
ist. Der Sourcekontakt kann einen ersten Sourcekon-
taktbereich 204 und einen zweiten Sourcekontaktbe-
reich 240 aufweisen. Der zweite Sourcekontaktbe-
reich 240 kann bei der zweiten Hauptoberflache 120
des Halbleitersubstrats 100 angeordnet sein. Der ers-
te Sourcekontaktbereich 204 umfasst eine Source-
kontaktfullung 202 in direktem Kontakt mit dem Sour-
cegebiet 201 und einen Bereich des Halbleitersub-
strats 100, der zwischen der Sourcekontaktfillung
202 und dem zweiten Sourcekontaktbereich 240 an-
geordnet ist.

[0060] Fig. 6A zeigt eine horizontale Querschnitts-
ansicht einer Halbleitervorrichtung geman einer wei-
teren Ausflihrungsform. GemaR dem in Fig. 6A dar-
gestellten Layout ist der zweite Substratbereich 150
in einem zentralen Bereich des Transistorzellen-
Arrays angeordnet Der erste Substratbereich 140
kann den zweiten Substratbereich 150 umgeben. Die
Sourcekontaktvertiefung 207 kann in einem zentralen
Bereich des Transistorzellen-Arrays und des zwei-
ten Substratbereichs 150 angeordnet sein. Die Drain-
kontaktvertiefung 208 kann auRerhalb des Transis-
torzellen-Arrays und in dem ersten Substratbereich
140 angeordnet sein. Der erste Substratbereich 140
kann Uber den dotierten Kontaktbereich 174 des ers-
ten Leitfahigkeitstyps, der der Drainkontaktvertiefung
208 benachbart und in Kontakt mit dieser horizon-
tal angeordnet ist, mit dem Drainanschluss elektrisch
verbunden sein.

[0061] Fig. 6B zeigt eine vertikale Querschnittsan-
sicht der in Fig. 6A veranschaulichten Halbleitervor-
richtung. Die Halbleitervorrichtung weist ferner einen
Drainkontakt auf, der mit dem Draingebiet 205 elek-
trisch verbunden ist. Der Drainkontakt umfasst einen
ersten Drainkontaktbereich 615 und einen zweiten
Drainkontaktbereich 640. Der zweite Drainkontaktbe-
reich 640 ist bei der zweiten Hauptoberflache 120 des
Halbleitersubstrats 100 angeordnet. Beispielsweise
kann der zweite Drainkontaktbereich 640 durch eine
rickseitige Metallisierungsschicht verwirklicht sein.

[0062] Der erste Drainkontaktbereich 615 weist ei-
ne Drainkontaktfillung 206 in direktem Kontakt mit
dem Draingebiet 205 auf. Der erste Drainkontaktbe-
reich weist ferner einen Bereich des Halbleitersub-
strats 100 auf, der zwischen der Drainkontaktfillung
206 und dem zweiten Drainkontaktbereich 640 ange-
ordnet ist.

[0063] Beispielsweise kann, wie in Fig. 6B veran-
schaulicht ist, das Halbleitersubstrat 100 eine Basis-
schicht 604 des ersten Leitfahigkeitstyps aufweisen.
Ein oberer Bereich 605 der Basisschicht kann bei ei-
ner niedrigeren Dotierungskonzentration als ein un-
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terer Bereich dotiert sein. Der erste Halbleitersub-
stratbereich 140 des ersten Leitfahigkeitstyps und
der zweite Halbleitersubstratbereich 150 des zweiten
Leitfahigkeitstyps bei einer niedrigeren Dotierungs-
konzentration als der erste Halbleitersubstratbereich
140 kénnen Uber dem oberen Bereich 605 der Ba-
sisschicht angeordnet sein. Gemal dieser Ausfiih-
rungsform kann der erste Drainkontaktbereich 615
ferner einen Bereich der Basisschicht 604 umfas-
sen. Beispielsweise kann die Driftzone 260 im ersten
Halbleitersubstratbereich angeordnet sein. Das Bo-
dygebiet 220 kann im zweiten Halbleitersubstratbe-
reich 150 angeordnet sein. Ein Bereich des oberen
Bereichs 605 der Basisschicht kann unterhalb des
Bodygebiets 220 angeordnet sein.

[0064] Fig. 7 fasst ein Verfahren gemaf einer Aus-
fihrungsform zusammen. Wie dargestellt ist, umfasst
ein Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervorrich-
tung mit einem Leistungstransistor in einem Halblei-
tersubstrat ein Definieren (S100) eines ersten Sub-
stratbereichs 140 eines ersten Leitfahigkeitstyps bei
einer Hauptoberflache des Halbleitersubstrats und ei-
nes zweiten Substratbereichs eines zweiten Leitfa-
higkeitstyps bei der Hauptoberflache, wodurch eine
Driftzone definiert wird. Ferner umfasst das Verfah-
ren ein Ausbilden (S110) einer Vielzahl erster Feld-
platten in der Driftzone, wobei Langsachsen der ers-
ten Feldplatten in einer ersten horizontalen Richtung
verlaufen. Das Verfahren umfasst iberdies ein Aus-
bilden (S120) einer zweiten Feldplatte, wobei die
Langsachse der zweiten Feldplatte sich in einer zur
ersten Richtung senkrechten, zweiten horizontalen
Richtung erstreckt.

[0065] Aufgrund der spezifischen Struktur der zwei-
ten Feldplatten kann das Abschlussgebiet 20 der
Halbleitervorrichtung 1 in einer einfachen Art und
Weise ausgebildet werden. Aufgrund dieses Merk-
mals kann insbesondere der erste Halbleitersubstrat-
bereich 140 z. B. durch epitaktisches Wachstum oder
Implantation Uber die gesamte Hauptoberflache ei-
nes Werkstlicks gebildet werden. Beispielsweise wird
zum Herstellen der Halbleitervorrichtung zuerst der
erste Halbleitersubstratbereich 140 durch epitakti-
sches Wachstum oder Implantation gebildet, was un-
maskiert ist, gefolgt von einem maskierten Dotie-
rungsprozess, um den zweiten Halbleitersubstratbe-
reich 150 des zweiten Leitfahigkeitstyps zu bilden. Als
Folge kann der Prozess zum Herstellen der Halblei-
tervorrichtung weiter vereinfacht werden.

[0066] Fig. 8 zeigt eine schematische Ansicht einer
elektronischen Vorrichtung (50) gemal einer Aus-
fihrungsform. Eine elektronische Vorrichtung (50)
kann die Halbleitervorrichtung (1) wie hierin oben be-
schrieben aufweisen. Beispielsweise kann die elek-
tronische Vorrichtung aus der Gruppe eines DCDC-
Wandlers, einer Briickenschaltung, eines Wandlers,
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eines Inverters und eines Motorantriebs ausgewahit
werden.

[0067] Obgleich Ausfihrungsformen der Erfindung
oben beschrieben wurden, ist es offensichtlich, dass
weitere Ausfiihrungsformen verwirklicht werden kon-
nen. Beispielsweise kdnnen weitere Ausfiihrungsfor-
men eine beliebige Teilkombination von Merkmalen,
die in den Ansprichen zitiert sind, oder irgendeine
Teilkombination von Elementen, die in den oben ge-
gebenen Beispielen beschrieben wurden, aufweisen.
Dementsprechend sollen dieser Geist und Umfang
der beigeflugten Anspriiche nicht auf die Beschrei-
bung der hierin enthaltenen Ausfihrungsformen be-
schrankt sein.

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung (1) in einem Halbleitersub-
strat (100) mit einer ersten Hauptoberflache (110),
die ein Transistor-Array (10) und ein Abschlussgebiet
(20) enthalt, wobei das Transistor-Array (10) umfasst:
ein Sourcegebiet (201);
ein Draingebiet (205);
ein Bodygebiet (220);
eine Driftzone (260); und
eine Gateelektrode (210) bei dem Bodygebiet (220),
wobei die Gateelektrode (210) dafiir eingerichtet ist,
eine Leitfahigkeit eines Kanals im Bodygebiet (220)
zu steuern, wobei das Bodygebiet (220) und die Drift-
zone (260) entlang einer ersten horizontalen Rich-
tung zwischen dem Sourcegebiet (201) und dem Dra-
ingebiet (205) angeordnet sind,
wobei das Transistor-Array (10) ferner erste Feldplat-
tengraben (252) in der Driftzone aufweist, wobei eine
Langsachse der ersten Feldplattengrében (252) sich
in der ersten horizontalen Richtung erstreckt,
wobei die Halbleitervorrichtung (1) ferner einen zwei-
ten Feldplattengraben (272) aufweist, wobei die
Langsachse des zweiten Feldplattengrabens (272) in
einer zu der ersten Richtung senkrechten, zweiten
horizontalen Richtung verlauft.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der zweite Feldplattengraben (272) im Abschlussge-
biet (20) angeordnet ist.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Gateelektrode (210) in Gategraben (212) in
der ersten Hauptoberflache (110) angeordnet ist, die
in der ersten Richtung verlaufen.

4. Halbleitervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspruche, wobei der zweite Feldplattengra-
ben (272) mit einem der ersten Feldplattengraben
(252) verschmolzen ist.

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 3, umfassend eine Vielzahl zweiter Feld-
plattengrében (272), die entlang der ersten Richtung
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im Abschlussgebiet (20) angeordnet sind, wobei eine
Langsrichtung der zweiten Feldplattengraben in der
zweiten Richtung verlauft.

6. Halbleitervorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, ferner umfassend eine ers-
te Feldplatte (250) in den ersten Feldplattengraben
(252) und eine zweite Feldplatte (270) in dem zweiten
Feldplattengraben (272), wobei die erste Feldplatte
(250) und die zweite Feldplatte (270) mit einem ge-
meinsamen Anschluss elektrisch verbunden sind.

7. Halbleitervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, umfassend zumindest zwei zwei-
te Feldplattengréaben (272), wobei die ersten Feld-
plattengrében (252) in einer Distanz ¢ angeordnet
sind, die zumindest zwei zweiten Feldplattengraben
(272) in einer Distanz d angeordnet sind und |c — d|/
¢ <0,2gilt.

8. Halbleitervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei jeder der ersten Feldplat-
tengraben (252) eine Lange a, gemessen entlang der
ersten Richtung, aufweist, der zweite Feldplattengra-
ben (272) eine Lange b, gemessen entlang der zwei-
ten Richtung, aufweist und |a — b|/a < 0,2 gilt.

9. Halbleitervorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei das Halbleitersubstrat
(100) einen ersten Substratbereich (140) eines ers-
ten Leitfahigkeitstyps bei einer Hauptoberflache (110)
des Halbleitersubstrats (100) und einen zweiten Sub-
stratbereich (150) eines zweiten Leitfahigkeitstyps
bei der Hauptoberflache (110) aufweist, wobei die
Driftzone (260) im ersten Substratbereich (140) an-
geordnet ist und eine Distanz der ersten Feldplat-
tengraben (252) zum zweiten Substratbereich (150)
in der ersten Richtung gleich der Distanz des zwei-
ten Feldplattengrabens (272) zum zweiten Substrat-
bereich (150) in der zweiten Richtung ist.

10. Halbleitervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, ferner umfassend einen Source-
kontakt, der mit dem Sourcegebiet (201) elektrisch
verbunden ist, wobei der Sourcekontakt einen ers-
ten Sourcekontaktbereich (204) und einen zweiten
Sourcekontaktbereich (240) umfasst,
der zweite Sourcekontaktbereich (240) bei einer
zweiten Hauptoberflache (120) des Halbleitersub-
strats (100) angeordnet ist,
der erste Sourcekontaktbereich (204) eine Source-
kontaktfullung (202) in direktem Kontakt mit dem
Sourcegebiet (201) und einen Bereich des Halblei-
tersubstrats (100) umfasst, der zwischen der Source-
kontaktfullung (202) und dem zweiten Sourcekontakt-
bereich (240) angeordnet ist.

11. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 9, ferner umfassend einen Drainkontakt, der
mit dem Draingebiet (205) elektrisch verbunden ist,
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wobei der Drainkontakt einen ersten Drainkontaktbe-
reich (615) und einen zweiten Drainkontaktbereich
(640) umfasst,

der zweite Drainkontaktbereich (640) bei einer zwei-
ten Hauptoberflache (120) des Halbleitersubstrats
(100) angeordnet ist,

der erste Drainkontaktbereich (615) eine Drainkon-
taktfillung (206) in direktem Kontakt mit dem Dra-
ingebiet (205) und einen Bereich des Halbleitersub-
strats (100) umfasst, der zwischen der Drainkontakt-
fullung (206) und dem zweiten Drainkontaktbereich
(640) angeordnet ist.

12. Halbleitervorrichtung, umfassend einen Leis-
tungstransistor in einem Halbleitersubstrat (100), wo-
bei das Halbleitersubstrat einen ersten Halbleitersub-
stratbereich (140) eines ersten Leitfahigkeitstyps bei
einer ersten Hauptoberflache (110) des Halbleiter-
substrats und einen zweiten Substratbereich (150) ei-
nes zweiten Leitfahigkeitstyps bei der ersten Haupt-
oberflache (110) aufweist,
wobei der Leistungstransistor umfasst:
eine Driftzone (260) in dem ersten Halbleitersubstrat-
bereich (140),
eine Vielzahl erster Feldplatten (250) in der Driftzo-
ne (260), wobei Langsachsen der ersten Feldplatten
(250) sich in einer ersten horizontalen Richtung er-
strecken; und
eine zweite Feldplatte (270), wobei die Langsachse
der zweiten Feldplatte (270) sich in einer zur ersten
Richtung senkrechten, zweiten horizontalen Richtung
erstreckt.

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, fer-
ner umfassend ein Sourcegebiet (201) und ein Dra-
ingebiet (205), wobei das Sourcegebiet (201) und
das Draingebiet (205) entlang der ersten horizontalen
Richtung angeordnet sind.

14. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, fer-
ner umfassend einen Sourcekontakt, der mit dem
Sourcegebiet (201) elektrisch verbunden ist, wobei
der Sourcekontakt einen ersten Sourcekontaktbe-
reich (204) und einen zweiten Sourcekontaktbereich
(240) umfasst,
der zweite Sourcekontaktbereich (240) bei einer
zweiten Hauptoberflache (120) des Halbleitersub-
strats (100) angeordnet ist,
der erste Sourcekontaktbereich (204) eine Source-
kontaktfullung (202) in direktem Kontakt mit dem
Sourcegebiet (201) und einen Bereich des Halblei-
tersubstrats (100) umfasst, der zwischen der Source-
kontaktfillung (202) und dem zweiten Sourcekontakt-
bereich (240) angeordnet ist.

15. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, ferner
umfassend einen Drainkontakt, der mit dem Drainge-
biet (205) elektrisch verbunden ist, wobei der Drain-
kontakt einen ersten Drainkontaktbereich (615) und
einen zweiten Drainkontaktbereich (640) umfasst,
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wobei der zweite Drainkontaktbereich (640) bei ei-
ner zweiten Hauptoberfliche (120) des Halbleiter-
substrats (100) angeordnet ist,

der erste Drainkontaktbereich (615) eine Drainkon-
taktfillung (206) in direktem Kontakt mit dem Dra-
ingebiet (205) und einen Bereich des Halbleitersub-
strats (100) umfasst, der zwischen der Drainkontakt-
fillung (206) und dem zweiten Drainkontaktbereich
(640) angeordnet ist.

16. Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervor-
richtung mit einem Leistungstransistor in einem Halb-
leitersubstrat, umfassend:

Definieren (S100) eines ersten Halbleitersubstratbe-
reichs eines ersten Leitfahigkeitstyps bei einer Haupt-
oberflache des Halbleitersubstrats und eines zwei-
ten Halbleitersubstratbereichs eines zweiten Leitfa-
higkeitstyps bei der Hauptoberflache, um eine Drift-
zone in dem ersten Halbleitersubstratbereich auszu-
bilden,

Ausbilden (S110) einer Vielzahl erster Feldplatten in
der Driftzone, wobei Langsachsen der ersten Feld-
platten sich in einer ersten horizontalen Richtung er-
strecken; und

Ausbilden (S120) einer zweiten Feldplatte, wobei die
Langsachse der zweiten Feldplatte sich in einer zu
der ersten Richtung senkrechten, zweiten horizonta-
len Richtung erstreckt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei ein Ausbil-
den der ersten Feldplatten ein Ausbilden erster Feld-
plattengraben umfasst und ein Ausbilden der zweiten
Feldplatte ein Ausbilden eines zweiten Feldplatten-
grabens umfasst.

18. Elektronische Vorrichtung mit der Halbleitervor-
richtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 15, wo-
bei die elektronische Vorrichtung aus der Gruppe ei-
ner Brickenschaltung, eines Wandlers, eines Inver-
ters und eines Motorantriebs ausgewahlt ist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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